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原子能院核辐射探测器研发设施助力科研及半导体探测器自主创新能力提升

发表时间：2020-04-09 13:50:09

    近期，原子能院核技术所利用核辐射探测器研发条件项目设备、设施（简称“核辐射探测器研发设

施”），相继开展了一系列核探测技术重大科研项目研发工作，标志着该设施已具备为重点科研项目提供技

术支撑的能力。该设施包含的半导体探测器工艺线，是中核集团半导体探测器制备工艺研究设备、设施最为

齐全的工艺线，它的投运进一步提升了我国先进半导体探测器研发的自主创新能力。

    核辐射探测器研发设施主要用于硅平面工艺探测器、高纯锗、化合物半导体探测器等先进半导体探测器

的研究和制备。其主要工艺设备包括光刻机，低压化学气相沉积、氧化扩散、磁控溅射、清洗腐蚀等设备，

以及环境试验和电离辐射试验设备设施。目前，依托核辐射探测器研发设施，国家重点研发计划项目“全自

动高纯锗能谱仪的研制”开展了高纯锗探测器锂蒸发扩散、表面处理工艺等实验研究；中子探测项目完成了

高温电离室温度冲击、振动等环境试验和中子响应测试等试验。

    半导体探测器工艺线是核辐射探测器研发设施最主要的工艺线之一，经过多次调试及试验，该工艺线于

2019年投入运行，并围绕重点科研工作逐步开展了半导体探测器清洗腐蚀、光刻、镀膜、片上薄膜质量和电

学性能测试、划片封装等工艺研究，以及整机线性温度冲击实验、振动等环境实验。由于半导体探测器在国

民经济建设、核物理实验以及辐射环境测量等方面具有广泛用途，随着核辐射探测器研发设施投入运行，将

使我国具备高纯锗、硅平面工艺探测器等先进半导体探测器批量化的制造能力，从而为核工业持续发展奠定

坚实基础。(核技术所   文/刘洋   邵俊琪  图/刘洋)

  

  

 

版权所有:中国原子能科学研究院    主办单位:中国原子能科学研究院新闻中心

通讯地址:北京275信箱    邮编:102413    电话:010-69357493    技术支持:信息中心

京公网安备11040102100168号

  

首 页 概况简介 科学平台 科研成果 科研队伍 民品产业 院所文化 党建园地 研究生教育 出版物 院属单位 信息公开 联系我们

http://www.ciae.ac.cn/index.jsp
http://www.ciae.ac.cn/eng/index.htm
http://www.ciae.ac.cn/index.jsp
http://www.ciae.ac.cn/subpage/gaikuang_1.htm
http://www.ciae.ac.cn/subpage/pingtai_1.htm
http://www.ciae.ac.cn/subpage/chengguo.htm
http://www.ciae.ac.cn/subpage/duiwu_4.htm
http://www.ciae.ac.cn/subpage/minpin_1.htm
http://www.ciae.ac.cn/subpage/wenhua_1.htm
http://www.ciae.ac.cn/subpage/dangqunyuandi.htm
http://www.ciae.ac.cn/yjs/index.htm
http://www.ciae.ac.cn/subpage/chubanwu.htm
http://www.ciae.ac.cn/subpage/danwei.htm
http://www.ciae.ac.cn/subpage/jbxx_yjj.htm
http://www.ciae.ac.cn/subpage/touchus.htm

